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Тема дисертації:
1. Структурна релаксація нанорозмірних плівок Та2О5, вирощених на підкладках p-Si, стимульована
мікрохвильовою обробкою

2. Structural relaxation of nanosized Та2О5 films grown on the p-Si substrates induced by microwave treatment

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню атермічного впливу мікрохвильового опромінення на МДН структури
з Та2О5 плівками. Розглянуто вплив НВЧ обробки в залежності від технологічних аспектів створення
структур. В роботі розвивається перспективний напрямок фізики твердого тіла, пов'язаний як з направленим
технологічним відпалом МДН структур, так і зі збільшенням їх стійкості до НВЧ опромінення. Вперше було
виявлено немонотонні зміни електрофізичних та структурних параметрів МДН структур з плівками Та2О5
під впливом мікрохвильового опромінення частотою 2,45 ГГц та визначено оптимальний діапазон часу
експозиції. Показано, що дані зміни впливають перш за все на межу розділу діелектрик-напівпровідник.
Перевірено та підтверджено припущення про те, що зменшення внутрішніх механічних напруг в цій області
приводить до підвищення стійкості МДН структур. Для зменшення внутрішніх механічних напруг було



використано легування плівки Та2О5 титаном.

2. The thesis deals with investigation of non-thermal effect of microwave irradiation on the MIS structures with
Та2О5 films. The dependence of the effect of microwave treatment on the technological aspects of structure
formation is considered. A promising line of solid state physics is developed in the thesis. This line is related to
both purposeful technological annealing of MIS structures and their tolerance to microwave irradiation. For the
fist time the nonmonotonic changes of the electrophysical and structural parameters of MIS structures with
Та2О5 films exposed to microwave irradiation (frequency of 2.45 GHz) were found as well as the optimal exposure
time range was determined. It is shown that the above changes affect, first of all, the region near the insulator-
semiconductor interface. The assumption that decrease of intrinsic stresses in the above region leads to
improvement of MIS structures stability was checked and confirmed. Doping of the Та2О5 film with titanium was
used for reduction of intrinsic stresses.
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